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(57)【要約】
【課題】撮像時の高感度化を図りつつ、撮像画像を表示
した際の解像度低下を抑えることが可能な撮像装置、撮
像表示システムおよび撮像信号の取得方法を提供する。
【解決手段】撮像装置１は、複数の画素２０を有する撮
像部１１と、各撮像フレームにおいて、複数の画素２０
に対する順次駆動を行うことにより撮像信号（出力デー
タＤout）を取得する駆動部（行走査部１３、Ａ／Ｄ変
換部１４、列走査部１５およびシステム制御部１６）と
を備えている。駆動部は、各撮像フレームにおいて、複
数の画素２０のうちの隣接する２以上の画素２０からな
る連結画素３０を、撮像信号の読み出し単位領域に設定
しつつ順次駆動を行う。この際、駆動部は、複数の撮像
フレームからなる単位周期のうちの少なくとも一部の撮
像フレーム同士において、連結画素３０の画素パターン
が、一部の共通画素を含みつつ互いに異なることとなる
ように設定する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を有する撮像部と、
　各撮像フレームにおいて、前記複数の画素に対する順次駆動を行うことにより撮像信号
を取得する駆動部と
　を備え、
　前記駆動部は、
　各撮像フレームにおいて、前記複数の画素のうちの隣接する２以上の画素からなる連結
画素を、前記撮像信号の読み出し単位領域に設定しつつ前記順次駆動を行う際に、
　複数の撮像フレームからなる単位周期のうちの少なくとも一部の撮像フレーム同士にお
いて、前記連結画素の画素パターンが、一部の共通画素を含みつつ互いに異なることとな
るように設定する
　撮像装置。
【請求項２】
　前記駆動部は、
　前記単位周期のうちの連続する前後の撮像フレーム同士において、前記連結画素の画素
パターンが一部の共通画素を含みつつ互いに異なることとなるように設定する
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記駆動部は、
　各連結画素が、前記撮像部内の一の方向に沿って前記２以上の画素が連結する画素パタ
ーンになると共に、他の方向に沿って隣接する連結画素同士が、前記一の方向に関して互
いに同じ位置となるように設定する
　請求項１または請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記駆動部は、前記少なくとも一部の撮像フレーム間において、各連結画素が、前記一
の方向に沿って同じ向きで変位する画素パターンとなるように設定する
　請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記駆動部は、前記少なくとも一部の撮像フレーム間において、各連結画素が、前記一
の方向に沿って双方向で変位する画素パターンとなるように設定する
　請求項３に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記駆動部は、
　各連結画素が、前記撮像部内の一の方向に沿って前記２以上の画素が連結する画素パタ
ーンになると共に、他の方向に沿って隣接する連結画素同士が、前記一の方向に関して互
い違いの位置となるように設定する
　請求項１または請求項２に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記駆動部は、
　各連結画素について、前記撮像部内の一の方向に沿って前記２以上の画素が連結する画
素パターンと、他の方向に沿って前記２以上の画素が連結する画素パターンとを、前記少
なくとも一部の撮像フレーム間で周期的に設定する
　請求項１または請求項２に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記駆動部は、前記少なくとも一部の撮像フレーム間において、各連結画素が、前記撮
像部内で回転移動する画素パターンとなるように設定する
　請求項１または請求項２に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記撮像部が、入射した放射線に応じて電気信号を発生するものであり、放射線撮像装
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置として構成されている
　請求項１または請求項２に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記放射線がＸ線である
　請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記撮像部は、光電変換層を有する
　請求項１または請求項２に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記撮像部は、撮像素子と、この撮像素子の受光面側に配設された縮小光学系とを有す
る
　請求項１または請求項２に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　撮像装置と、この撮像装置により得られた撮像信号に基づく画像表示を行う表示装置と
を備え、
　前記撮像装置は、
　複数の画素を有する撮像部と、
　各撮像フレームにおいて、前記複数の画素に対する順次駆動を行うことにより前記撮像
信号を取得する駆動部と
　を有し、
　前記駆動部は、
　各撮像フレームにおいて、前記複数の画素のうちの隣接する２以上の画素からなる連結
画素を、前記撮像信号の読み出し単位領域に設定しつつ前記順次駆動を行う際に、
　複数の撮像フレームからなる単位周期のうちの少なくとも一部の撮像フレーム同士にお
いて、前記連結画素の画素パターンが、一部の共通画素を含みつつ互いに異なることとな
るように設定する
　撮像表示システム。
【請求項１４】
　各撮像フレームにおいて、撮像部における複数の画素のうちの隣接する２以上の画素か
らなる連結画素を、撮像信号の読み出し単位領域に設定しつつ、前記複数の画素に対する
順次駆動を行うことにより前記撮像信号を取得すると共に、
　前記順次駆動を行う際に、複数の撮像フレームからなる単位周期のうちの少なくとも一
部の撮像フレーム同士において、前記連結画素の画素パターンが、一部の共通画素を含み
つつ互いに異なることとなるように設定する
　撮像信号の取得方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画の撮影に好適な撮像装置および撮像信号の取得方法、ならびにそのよう
な撮像装置を備えた撮像表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　放射線撮像装置（放射線読取装置）では、複数の画素（撮像画素）を有する撮像部にお
いて、入射した放射線（例えば、α線，β線，γ線，Ｘ線等）に基づく情報の読み取り（
撮像）が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。このような放射線撮像
装置を使用することにより、従来のような放射線写真フィルムを用いることなく、被写体
の画像を観察することが可能となり、また、動画撮影および動画表示にも対応することが
可能となっている。
【０００３】
　なお、この放射線撮像装置は、間接方式のものと直接方式のものとに大別される。間接
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方式の放射線撮像装置では、入射した放射線を蛍光体膜（波長変換層）において可視光に
波長変換させたのち、光電変換層において電気信号を発生させることにより、放射線に基
づく撮像を行うようになっている。一方、直接方式の放射線撮像装置では、そのような波
長変換層を用いずに、光電変換層において入射した放射線を直接電気信号に変換すること
により、放射線に基づく撮像を行うようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２８２６８４号公報
【特許文献２】特開２００９－２９０３４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、このような放射線撮像装置において、実際に動画撮影を行なうためには、例
えば１秒当たり３０枚程度以上の画像読取りを行うことが可能な感度と動作の高速性が要
求される。特に、医療におけるＸ線診断を含む非破壊検査などでは、照射するＸ線の線量
（被曝線量）をできるだけ少なくしたいという要求もあるため、更なる高感度化が要望さ
れている。ただし、現状では、撮像駆動を担うトランジスタの駆動能力が不足しているこ
となどから、実用的な動画撮影を実現するための高速動作を行うのは非常に困難となって
いる。
【０００６】
　そこで、例えば特許文献２に提案されている手法を参考にして、放射線撮像装置におい
て、複数の画素をまとめて（一括して）読み出す手法を用いることが考えられる。具体的
には、複数の画素のうちの隣接する２以上の画素からなる連結画素を、撮像信号の読み出
し単位領域に設定するという手法である。これにより、例えば、読み出しスキャン方向（
撮像時の順次駆動方向）に沿って２つの画素をまとめて読み出すようにすれば、その際の
受光光量が２倍に増加するために高感度化を図ることが可能となる。また、スキャン速度
（順次駆動の際の読み出し速度）も２倍になることから、高速動作も実現される。
【０００７】
　ところが、このようにして複数の画素をまとめて読み出す場合、その数（上記連結画素
に含まれる画素の数）に応じて撮像画像の解像度が低下してしまうため、例えばその撮像
画像を表示装置等に表示した際の画質が劣化してしまう。したがって、撮像時の高感度化
（高速化）を図りつつ、撮像画像を表示した際の解像度低下を抑えることを可能とする手
法の提案が望まれる。なお、これまで説明した問題は、上記した放射線撮像装置に限られ
ることなく、他の方式の撮像装置においても広く一般に適用されるものである。
【０００８】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、撮像時の高感度化を図り
つつ、撮像画像を表示した際の解像度低下を抑えることが可能な撮像装置、撮像表示シス
テムおよび撮像信号の取得方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の撮像装置は、複数の画素を有する撮像部と、各撮像フレームにおいて、複数の
画素に対する順次駆動を行うことにより撮像信号を取得する駆動部とを備えたものである
。この駆動部は、各撮像フレームにおいて、複数の画素のうちの隣接する２以上の画素か
らなる連結画素を、撮像信号の読み出し単位領域に設定しつつ順次駆動を行う際に、複数
の撮像フレームからなる単位周期のうちの少なくとも一部の撮像フレーム同士において、
連結画素の画素パターンが、一部の共通画素を含みつつ互いに異なることとなるように設
定する。
【００１０】
　本発明の撮像表示システムは、上記本発明の撮像装置と、この撮像装置により得られた
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撮像信号に基づく画像表示を行う表示装置とを備えたものである。
【００１１】
　本発明の撮像信号の取得方法は、各撮像フレームにおいて、撮像部における複数の画素
のうちの隣接する２以上の画素からなる連結画素を、撮像信号の読み出し単位領域に設定
しつつ、複数の画素に対する順次駆動を行うことにより撮像信号を取得すると共に、上記
順次駆動を行う際に、複数の撮像フレームからなる単位周期のうちの少なくとも一部の撮
像フレーム同士において、連結画素の画素パターンが、一部の共通画素を含みつつ互いに
異なることとなるように設定するものである。
【００１２】
　本発明の撮像装置、撮像表示システムおよび撮像信号の取得方法では、各撮像フレーム
において、複数の画素のうちの隣接する２以上の画素からなる連結画素が撮像信号の読み
出し単位領域に設定されつつ複数の画素に対する順次駆動が行われることにより、撮像信
号が取得される。これにより、各画素が読み出し単位領域に設定されて順次駆動がなされ
る場合と比べ、各読み出し単位領域での受光光量が増加する。また、このような順次駆動
を行う際に、複数の撮像フレームからなる単位周期のうちの少なくとも一部の撮像フレー
ム同士において、連結画素の画素パターンが、一部の共通画素を含みつつ互いに異なるこ
ととなるように設定される。これにより、各撮像フレームの画像を順次表示してユーザが
視認した際に、連結画素単位で読み出しがなされることに起因した撮像画像の解像度低下
が、擬似的に抑えられる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の撮像装置、撮像表示システムおよび撮像信号の取得方法によれば、各撮像フレ
ームにおいて、上記連結画素を読み出し単位領域に設定しつつ複数の画素に対する順次駆
動を行うようにしたので、各読み出し単位領域での受光光量を増加させることができる。
また、このような順次駆動を行う際に、上記単位周期のうちの少なくとも一部の撮像フレ
ーム同士において、連結画素の画素パターンが一部の共通画素を含みつつ互いに異なるこ
ととなるように設定したので、各撮像フレームの画像を順次表示してユーザが視認した際
に、撮像画像の解像度低下を擬似的に抑えることができる。よって、撮像時の高感度化（
高速化）を図りつつ、撮像画像を表示した際の解像度低下を抑えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施の形態に係る撮像装置の全体構成例を表すブロック図である。
【図２】図１に示した撮像部の概略構成例を表す模式図である。
【図３】図１に示した画素の詳細構成例を列選択部と共に表す回路図である。
【図４】図１に示した撮像部における画素配列例を模式的に表す回路図である。
【図５】図１に示した列選択部の詳細構成例を表す図である。
【図６】実施の形態に係る静止画および動画の撮影モードの際の駆動波形の一例を表すタ
イミング図である。
【図７】実施の形態に係る静止画および動画の撮影モードの際の読み出し単位領域の一例
を表す模式図である。
【図８】変形例１に係る撮像部における画素配列例を模式的に表す回路図である。
【図９】変形例１に係る動画の撮影モードの際の駆動波形の一例を表すタイミング図であ
る。
【図１０】変形例１に係る動画の撮影モードの際の読み出し単位領域の一例を表す模式図
である。
【図１１】変形例２～７に係る動画の撮影モードの際の読み出し単位領域の一例を表す模
式図である。
【図１２】変形例８に係る撮像部の概略構成例を表す模式図である。
【図１３】図１２に続く撮像部の概略構成例を表す模式図である。
【図１４】図１３に続く撮像部の概略構成例を表す模式図である。
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【図１５】図１４に続く撮像部の概略構成例を表す模式図である。
【図１６】変形例８に係る撮像部の他の概略構成例を表す模式図である。
【図１７】図１６に続く撮像部の概略構成例を表す模式図である。
【図１８】変形例９～１１に係る撮像部の概略構成例を表す模式図である。
【図１９】適用例に係る撮像表示システムの概略構成例を表す模式図である。
【図２０】列選択部の他の構成例を表す回路図である。
【図２１】図２０に示した列選択部の詳細構成例を表す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。

１．実施の形態（隣接する連結画素を一の方向に関して同じ位置に設定する例）
２．変形例
　　　変形例１（隣接する連結画素を一の方向に関して互い違いの位置に設定する例）
　　　変形例２～８（連結画素の他の設定例）
　　　変形例９～１１（撮像部の他の構成例）
３．適用例（実施の形態および各変形例の撮像装置を備えた撮像表示システムの例）
４．その他の変形例
【００１６】
＜実施の形態＞
［撮像装置１の全体構成］
　図１は、本発明の一実施の形態に係る撮像装置（撮像装置１）の全体のブロック構成を
表すものである。撮像装置１は、撮像光に基づいて被写体の情報を読み取る（被写体を撮
像する）ものである。この撮像装置１は、撮像部１１、行走査部１３、Ａ／Ｄ変換部１４
、列走査部１５およびシステム制御部１６を備えている。これらのうち、行走査部１３、
Ａ／Ｄ変換部１４、列走査部１５およびシステム制御部１６が、本発明における「駆動部
」の一具体例に対応する。
【００１７】
（撮像部１１）
　撮像部１１は、入射した撮像光に応じて電気信号を発生する撮像領域である。この撮像
部１１には、入射した撮像光の光量に応じた電荷量の光電荷を発生して内部に蓄積する光
電変換部（後述する光電変換素子２１）を有する画素（撮像画素，単位画素）２０が、行
列状（マトリクス状）に２次元配置されている。なお、図１中に示したように、以下、撮
像部１１内における水平方向（行方向）を「Ｈ」方向とし、垂直方向（列方向）を「Ｖ」
方向として説明する。
【００１８】
　図２は、この撮像部１１の概略構成例を表したものである。撮像部１１では、上記した
画素２０が行列状に配置されてなる光電変換層１１１が設けられている。この光電変換層
１１１では、図中に示したように、入射した撮像光Ｌinに基づく情報の読み取りを行うよ
うになっている。
【００１９】
　図３は、画素２０の回路構成例を、後述するＡ／Ｄ変換部１４内の列選択部１７の一部
と共に表したものである。また、図４は、撮像部１１における画素配列例（ここでは、そ
のうちのＶ方向に沿って延在する４つの画素２０Ａ～２０Ｄの配列例）を、回路図で模式
的に表したものである。画素２０には、例えば図３に示したように、１つの光電変換素子
２１と、２つのトランジスタ２２，２３とが設けられている。この画素２０にはまた、例
えば図３および図４に示したように、行方向（Ｈ方向）に沿って延在するリセット制御線
Ｌrstおよび読み出し制御線Ｌreadと、列方向（Ｖ方向）に沿って延在する信号線Ｌsigと
が接続されている。なお、図４では、画素２０Ａ～２０Ｄに対して個別に接続された読み
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出し制御線をそれぞれ、ＬreadＡ～ＬreadＤとして示すと共に、各画素２０Ａ～２０Ｄ内
の回路構成を一部簡略化（一部省略）して示している。
【００２０】
　光電変換素子２１は、例えばＰＩＮ（Positive Intrinsic Negative）型のフォトダイ
オードからなり、入射光（撮像光Ｌin）の光量に応じた電荷量の信号電荷を発生するよう
になっている。なお、この光電変換素子２１のカソードは、蓄積ノードＮに接続されてい
る。
【００２１】
　トランジスタ２２は、リセット制御線Ｌrstから供給されるリセット信号に応じてオン
状態となることにより、上記した蓄積ノードＮの電位を所定のリセット電圧Ｖrstにリセ
ット（初期化）するトランジスタ（リセットトランジスタ）である。すなわち、このリセ
ット電圧Ｖrstは、光電変換素子２１からの入力電圧Ｖinをリセットする際に用いられる
電圧である。トランジスタ２３は、読み出し制御線Ｌreadから供給される行走査信号に応
じてオン状態となることにより、光電変換素子２１で発生した信号電荷（入力電圧Ｖin）
を信号線Ｌsigへ出力するトランジスタである。
【００２２】
　これらのトランジスタ２２，２３はそれぞれ、例えばＮチャネル型の電界効果トランジ
スタ（ＦＥＴ）により構成されている。ただし、これらのトランジスタ２２，２３におけ
る導電型の組み合わせは一例に過ぎず、上記した組み合わせに限られるものではない。こ
れらのトランジスタ２２，２３はまた、例えば、微結晶シリコンまたは多結晶シリコン等
のシリコン系半導体を用いて構成されている。あるいは、酸化インジウムガリウム亜鉛（
ＩｎＧａＺｎＯ）または酸化亜鉛（ＺｎＯ）等の酸化物半導体を用いて構成してもよい。
微結晶シリコン、多結晶シリコン（ポリシリコン）および酸化物半導体は、アモルファス
シリコンに比べて移動度μが高いため、例えばトランジスタ２３による信号の高速読み出
しが可能になる。
【００２３】
　この画素２０では、トランジスタ２２のゲートがリセット制御線Ｌrstに接続され、ソ
ースがリセット電圧Ｖrstとなるように接続され、ドレインが、光電変換素子２１のカソ
ードおよびトランジスタ２３のドレイン（蓄積ノードＮ）に接続されている。光電変換素
子２１のアノードは、グランド（接地）に接続されている。トランジスタ２３のゲートは
読み出し制御線Ｌreadに接続され、ソースは信号線Ｌsigに接続されている。
【００２４】
　図１に示した行走査部１３は、例えばシフトレジスタやアドレスデコーダ等によって構
成されており、撮像部１１内の各画素２０を例えば行単位で駆動する画素駆動部である。
このような行単位での駆動は、上記したリセット制御線Ｌrstおよび読み出し制御線Ｌrea
dを介して、上記したリセット信号および行走査信号をそれぞれ供給することによりなさ
れる。
【００２５】
　Ａ／Ｄ変換部１４は、図１に示したように、複数（ここでは４つ）の信号線Ｌsigごと
に１つ設けられた複数の列選択部１７を有しており、信号線Ｌsigを介して入力した信号
電圧Ｖsigに基づいてＡ／Ｄ変換（アナログ／デジタル変換）を行うものである。これに
より、デジタル信号からなる出力データＤout（撮像信号）が生成され、外部へ出力され
るようになっている。
【００２６】
　各列選択部１７は、例えば図３および図５に示したように、アンプ１７２、容量素子（
コンデンサ）Ｃ１、スイッチＳＷ、サンプルホールド（Ｓ／Ｈ）回路１７３、水平選択ス
イッチ１７４およびＡ／Ｄコンバータ１７５を有している。これらのうち、定電流源１７
１、アンプ１７２、Ｓ／Ｈ回路１７３および水平選択スイッチ１７４はそれぞれ、図５に
示したように、信号線Ｌsigごとに１つずつ設けられている。一方、Ａ／Ｄコンバータ１
７５は、列選択部１７全体として１つ設けられている。アンプ１７２は、入力端子が信号
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線Ｌsigの一端に接続されており、容量素子Ｃ１およびスイッチＳＷ１と共に積分回路が
形成されている。換言すると、このアンプ１７２を用いてチャージアンプ回路が形成され
ている。Ｓ／Ｈ回路１７３は、アンプ１７２と水平選択スイッチ１７４との間に配置され
ており、アンプ１７２からの出力電圧を一時的に保持しておくための回路である。水平選
択スイッチ１７４は、列走査部１５による走査駆動に従って、各Ｓ／Ｈ回路１７３とＡ／
Ｄコンバータ１７５との間を接続または遮断するためのスイッチである。Ａ／Ｄコンバー
タ１７５は、水平選択スイッチ１７４を介して入力されたＳ／Ｈ回路１７３からの出力電
圧に対してＡ／Ｄ変換を行うことにより、上記した出力データＤoutを生成して出力する
ものである。
【００２７】
　列走査部１５は、例えばシフトレジスタやアドレスデコーダ等によって構成されており
、上記した列選択部１７内の各水平選択スイッチ１７４を走査しつつ順番に駆動するもの
である。この列走査部１５による選択走査により、信号線Ｌsigの各々を通して伝送され
る各画素２０の信号（上記した出力データＤout）が順番に出力されるようになっている
。
【００２８】
　システム制御部１６は、上記した行走査部１３、Ａ／Ｄ変換部１４および列走査部１５
の動作を制御するものである。具体的には、システム制御部１６は、各種のタイミング信
号を生成するタイミングジェネレータを有しており、このタイミングジェネレータにおい
て生成される各種のタイミング信号を基に、行走査部１３、Ａ／Ｄ変換部１４および列走
査部１５の駆動制御を行う。このようにして、システム制御部１６の制御に基づいて、行
走査部１３、Ａ／Ｄ変換部１４および列走査部１５がそれぞれ撮像部１１内の複数の画素
２０に対する撮像駆動（後述する順次駆動）を行うことにより、撮像部１１から出力デー
タＤout（撮像信号）が取得されるようになっている。なお、このようなシステム制御部
１６による駆動制御手法の詳細については、後述する。
【００２９】
［撮像装置１の作用・効果］
（１．基本動作）
　この撮像装置１では、図２に示したように撮像光Ｌinが撮像部１１へ入射すると、光電
変換層１１１（図３に示した各画素２０内の光電変換素子２１）では、この撮像光Ｌinが
信号電荷に変換（光電変換）される。この光電変換によって発生した電荷により、蓄積ノ
ードＮでは蓄積ノード容量に応じた電圧変化が生じる。具体的には、蓄積ノード容量をＣ
ｓ、発生した電荷をｑとすると、蓄積ノードＮでは（ｑ／Ｃｓ）の分だけ電圧が低下する
。このような電圧変化に応じて、トランジスタ２３のドレインには入力電圧Ｖin（光電変
換素子２１で発生した信号電荷）が印加される。このトランジスタ２３へ供給される入力
電圧Ｖinは、読み出し制御線Ｌreadから供給される行走査信号に応じてトランジスタ２３
がオン状態になると、その電荷が信号線Ｌsigへ出力される（読み出される）。
【００３０】
　このようにして読み出された信号は、信号線Ｌsigを介して複数（ここでは４つ）の画
素列ごとに、Ａ／Ｄ変換部１４内の列選択部１７へ入力される。列選択部１７では、各信
号線Ｌsigからアンプ１７２を介して入力される信号電圧ＶsigごとにＡ／Ｄ変換を行い、
デジタル信号からなる出力データＤout（撮像信号）を生成する。このようにして、各列
選択部１７から出力データＤoutが順番に出力され、外部へ伝送される。
【００３１】
（２．静止画および動画の撮影モードについて）
　ところで、このような撮像装置では一般に、静止画および動画の撮影の双方を行うこと
が可能となっている。そこで、本実施の形態の撮像装置１においても、図６および図７を
参照して以下説明するように、静止画撮影モードと動画撮影モードとの２つの撮影モード
を、随時切り換えて使い分けることが考えられる。
【００３２】
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　なお、図６（Ａ）～（Ｃ）中に示した各読み出し制御線ＬreadＡ～ＬreadＤに供給され
る行走査信号では、ハイ（「Ｈ」）状態の期間において、信号線Ｌsigから出力データＤo
utが読み出される一方、ロー（「Ｌ」）状態の期間において、信号線Ｌsigから出力デー
タＤoutが読み出されないことを意味している。また、図６（Ａ）～（Ｃ）中に示した符
号Ｔｈは、１水平期間（１Ｈ期間）を表している。これらの意味については、以下の他の
例においても同様である。
【００３３】
　具体的には、例えば図６（Ａ）および図７（Ａ）に示したように、静止画撮影モードの
際には、読み出し速度をそれほど高速化する必要がないことから、各画素２０が、出力デ
ータＤout（撮像信号）の読み出し単位領域に設定されている。換言すると、システム制
御部１６は、各画素２０を出力データＤoutの読み出し単位領域に設定しつつ、複数の画
素２０の順次駆動（ここではＶ方向を読み出しスキャン方向とする順次駆動）が行われる
ように、行走査部１３、Ａ／Ｄ変換部１４および列走査部１５の駆動制御を行う。これに
より、画素２０単位での解像度の高い撮像画像が得られるため、その静止画像を表示装置
等に表示した際に高画質化が図られることになる。
【００３４】
　一方、動画撮影モードの際に、例えば図６（Ｂ）および図７（Ｂ）中の左図に示した動
画撮影モード（「動画撮影モード１」とする）、あるいは、図６（Ｃ）および図７（Ｂ）
中の右図に示した動画撮影モード（「動画撮影モード２」とする）を用いることが考えら
れる。すなわち、動画撮影モードの際には、上記した静止画撮影モードのときと比べて読
み出し速度の高速化が求められることから、複数の画素２０をまとめて（一括して）読み
出すという手法である。換言すると、システム制御部１６は、例えば図７（Ｂ）に示した
ように、複数の画素２０のうちの隣接する２以上の画素２０からなる連結画素３０を、出
力データＤout（撮像信号）の読み出し単位領域に設定しつつ、複数の画素２０の順次駆
動がなされるように駆動制御を行う。なお、図７（Ｂ）中に示した連結画素３０は、図示
の簡略化のため、撮像部１１全体のうちの一部の領域についてのみ代表して示しており、
以下説明する他の例についても同様である。
【００３５】
　これにより、例えばこれらの動画撮影モード１，２のように、読み出しスキャン方向（
ここではＶ方向）に沿って２つの画素２０をまとめて読み出すようにすれば、各読み出し
単位領域（各連結画素３０）における受光光量が２倍に増加するため、高感度化を図るこ
とが可能となる。また、スキャン速度（順次駆動の際の読み出し速度）も２倍になること
から、高速動作も実現される。
【００３６】
　ところが、これらの動画撮影モード１または動画撮影モード２のように、複数の画素２
０をまとめて読み出す場合、上記のように高感度化（高速化）が図られるものの、以下の
問題が生じてしまう。すなわち、連結画素３０に含まれる画素２０の数に応じて撮像画像
の解像度が低下してしまう（例えば連結画素３０に含まれる画素２０の数が２つの場合、
解像度が１／２に低下してしまう）ため、例えばその撮像画像を表示装置等に表示した際
に、画質が劣化してしまうことになる。
【００３７】
（３．本実施の形態の動画撮影モード）
　そこで本実施の形態では、動画撮影モードの際に、システム制御部１６が以下のように
して、行走査部１３、Ａ／Ｄ変換部１４および列走査部１５の駆動制御を行うようになっ
ている。具体的には、システム制御部１６は、各撮像フレームにおいて、上記したように
連結画素３０を読み出し単位領域に設定しつつ順次駆動を行う際に、複数の撮像フレーム
からなる単位周期のうちの少なくとも一部の撮像フレーム同士において、連結画素３０の
画素パターンが、一部の共通画素を含みつつ互いに異なることとなるように設定する。
【００３８】
　具体的には、例えば図７（Ｂ）中の矢印Ｐ１で示したように、上記した動画撮影モード
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１と動画撮影モード２とが、例えば撮像フレームの奇数フレームと偶数フレームとの間で
交互に繰り返されるように設定する。これにより、上記したように、複数の撮像フレーム
からなる単位周期のうちの少なくとも一部の撮像フレーム同士（ここでは単位周期のうち
の連続する前後の撮像フレーム同士）において、連結画素３０の画素パターンが、一部の
共通画素を含みつつ互いに異なることとなるように設定している。なお、図７（Ｂ）中の
連結画素３０内において斜線で示した画素２０は、上記した共通画素（ここでは前後の撮
像フレーム同士における連結画素３０間での共通画素）を示しており、以下説明する他の
例においても同様である。
【００３９】
　また、特に本実施の形態では、システム制御部１６は、例えば図７（Ｂ）に示したよう
に、各連結画素３０が、撮像部１１内の一の方向（ここではＶ方向）に沿って２以上（こ
こでは２つ）の画素２０が連結する画素パターンになるように設定している。また、それ
と共に、システム制御部１６は、例えば図７（Ｂ）に示したように、他の方向（ここでは
Ｈ方向）に沿って隣接する連結画素３０同士が、上記一の方向（ここではＶ方向）に関し
て互いに同じ位置となるように設定している。そして、ここでは、システム制御部１６は
、例えば図７（Ｂ）に示したように、少なくとも一部の撮像フレーム間（ここでは連続す
る前後の撮像フレーム間）において、各連結画素３０が、一の方向（ここではＶ方向）に
沿って同じ向き（ここでは図中の下向き）で変位する画素パターンとなるように設定して
いる。
【００４０】
　このようにして本実施の形態では、各撮像フレームにおいて、複数の画素２０のうちの
隣接する２以上の画素２０からなる連結画素３０が出力データＤout（撮像信号）の読み
出し単位領域に設定されつつ複数の画素２０に対する順次駆動が行われることにより、出
力データＤoutが取得される。これにより、各画素２０が読み出し単位領域に設定されて
順次駆動がなされる場合（例えば、上記した静止画撮影モードのとき）と比べ、各読み出
し単位領域（各連結画素３０）での受光光量が増加する。
【００４１】
　また、このような順次駆動を行う際に、複数の撮像フレームからなる単位周期のうちの
少なくとも一部の撮像フレーム同士（ここでは連続する前後の撮像フレーム同士）におい
て、連結画素３０の画素パターンが、一部の共通画素を含みつつ互いに異なることとなる
ように設定される。これにより、各撮像フレームの画像を表示装置等に順次表示してユー
ザが視認した際に、例えばテレビジョン受像機（ＴＶ装置）におけるインターレース効果
のような作用により、連結画素３０単位で読み出しがなされることに起因した撮像画像の
解像度低下が、擬似的に抑えられる。すなわち、本実施の形態の撮像装置１において取得
された出力データＤoutに基づく撮像画像を、例えばインターレース信号を表示可能な表
示装置において表示することにより、見かけ上、撮像画像（動画像）の解像度低下を抑え
ることができる。具体的には、図７（Ｂ）に示した例では、Ｖ方向に２つの画素２０を連
結した読み出し単位領域を設定したことに起因したＶ方向での解像度低下（解像度が１／
２に低下）が、擬似的には解消される（見かけ上、Ｖ方向については元の画素２０単位の
解像度が得られる）。
【００４２】
　以上のように本実施の形態では、各撮像フレームにおいて、上記連結画素３０を読み出
し単位領域に設定しつつ複数の画素２０に対する順次駆動を行うようにしたので、各読み
出し単位領域での受光光量を増加させることができる。また、このような順次駆動を行う
際に、上記単位周期のうちの少なくとも一部の撮像フレーム同士において、連結画素３０
の画素パターンが一部の共通画素を含みつつ互いに異なることとなるように設定したので
、各撮像フレームの画像を順次表示してユーザが視認した際に、撮像画像の解像度低下を
擬似的に抑えることができる。よって、例えば動画撮影モードの際に、撮像時の高感度化
を図りつつ、撮像画像を表示した際の解像度低下を抑える（高画質化を図る）ことが可能
となる。
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【００４３】
　また、上記のように撮像時の高感度化を図ることができるため、画素２０単位で読み出
しを行う場合（例えば上記した静止画撮影モードのとき）と撮像光Ｌin（例えば放射線）
の強度が同一なのであれば、露光時間を１／２に短縮することができる。よって、撮像間
隔を短く設定することができ、高速動作（高速な動画撮影動作）を実現することが可能と
なる。一方、逆に、画素２０単位で読み出しを行う場合と同一の露光時間に設定したとき
には、撮像光Ｌinの強度（例えば、一度に照射する放射線の量）を減らすことができるた
め、特に放射線としてＸ線を使用した際の被曝線量を低減し、健康への害を低減すること
が可能となる。
【００４４】
　更に、本実施の形態では特に、上記したように他の方向（ここではＨ方向）に沿って隣
接する連結画素３０同士が、上記一の方向（ここではＶ方向）に関して互いに同じ位置と
なるように設定したので、後述する変形例１と比べ、簡単な構成で実現することができる
。具体的には、例えば図７（Ｂ）に示した順次駆動を行う際に、例えば図４に示したよう
に、簡易な回路および配線の構成（例えば、各読み出し制御線ＬreadＡ～ＬreadＤが、Ｈ
方向に沿った各画素２０間で共通化された構成）で実現することができる。
【００４５】
　加えて、近年実用化されつつある、複数の撮像フレームの画像を用いて解像度を上げる
（一般に、超解像技術と呼ばれる）手法では、撮像系が撮像フレーム間で移動することに
より、１枚の画像のときと比べて高解像度の画像を得るようにしている。これに対して本
実施の形態では、連結画素３０の画素パターンが一部の共通画素を含みつつ互いに異なる
こととなるように設定することにより、撮像系を移動させた場合と等価な効果を得ること
ができる。そのため、本実施の形態の手法は、解像度を補間する技術との親和性が良いと
言える。また、移動する量についても、動画時に撮像する画素単位の数分の１と規定する
ことができるため、解像度補間がより容易になる。
【００４６】
＜変形例＞
　続いて、上記実施の形態の変形例（変形例１～１１）について説明する。なお、実施の
形態における構成要素と同一のものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００４７】
［変形例１］
　図８は、変形例１に係る撮像部１１における画素配列例を回路図で模式的に表したもの
である。また、図９は、変形例１に係る動画撮影モードの際の駆動波形の一例をタイミン
グ図で表したものであり、図１０は、変形例１に係る動画撮影モードの際の読み出し単位
領域（連結画素３０）の一例を模式的に表したものである。
【００４８】
　なお、図８および図９では、４つの画素２０Ａ１～２０Ｄ１に対して個別に接続された
読み出し制御線をそれぞれ、ＬreadＡ１～ＬreadＤ１として示すと共に、４つの画素２０
Ａ２～２０Ｄ２に対して個別に接続された読み出し制御線をそれぞれ、ＬreadＡ２～Ｌre
adＤ２として示している。また、画素２０Ａ１～２０Ｄ１に対して共通接続された信号線
をＬsig１として示すと共に、画素２０Ａ２～２０Ｄ２に対して共通接続された信号線を
Ｌsig２として示している。そして、図８では図４と同様に、各画素２０Ａ１～２０Ｄ１
，２０Ａ２～２０Ｄ２内の回路構成を一部簡略化（一部省略）して示している。
【００４９】
　本変形例の撮像部１１では、図８に示したように、上記実施の形態とは異なり、Ｈ方向
に沿って互いに隣接する画素２０Ａ１～２０Ｄ１と画素２０Ａ２～２０Ｄ２との間で、読
み出し制御線が共通化されていない。すなわち、ここでは、信号線Ｌsig１が接続対象で
あるＶ方向に沿った４つの画素２０Ａ１～２０Ｄ１にはそれぞれ、読み出し制御線Ｌread
Ａ１～ＬreadＤ１が接続されている。一方、信号線Ｌsig２が接続対象であるＶ方向に沿
った４つの画素２０Ａ２～２０Ｄ２にはそれぞれ、読み出し制御線ＬreadＡ２～ＬreadＤ



(12) JP 2012-191482 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

２が接続されている。
【００５０】
　このような構成により本変形例の動画撮影モードでは、例えば図９（Ａ），（Ｂ）およ
び図１０に示したように、以下のようにして連結画素３０の画素パターンを設定している
。すなわち、例えば図１０中の矢印Ｐ２で示したように、システム制御部１６はまず、上
記実施の形態と同様に、各連結画素３０が、撮像部１１内の一の方向（ここではＶ方向）
に沿って２以上（ここでは２つ）の画素２０が連結する画素パターンになるように設定し
ている。また、システム制御部１６は、それと共に上記実施の形態とは異なり、他の方向
（ここではＨ方向）に沿って隣接する連結画素３０同士が、上記一の方向（ここではＶ方
向）に関して互いに違いの位置となるように設定している。
【００５１】
　これにより本変形例では、連結画素３０の画素パターンについて、上記実施の形態と比
べてより等方的な画素パターンとなるため、解像度低下をより効果的に抑えることができ
、撮像画像を表示する際の擬似的な（見かけ上の）画質向上効果を更に高めることが可能
となる。具体的には、この例では、Ｖ方向に加えてＨ方向についても、元の画素２０単位
での解像度を得ることが可能となる。
【００５２】
［変形例２～７］
　図１１（Ａ）～（Ｆ）はそれぞれ、変形例２～７に係る動画撮影モードの際の読み出し
単位領域（連結画素３０）の一例を模式的に表したものである。なお、これらの変形例で
は、第１～第３フレームの３つの撮像フレーム、または第１～第４フレームの４つの撮像
フレームが、単位周期として設定されているものとする。
【００５３】
　まず、図１１（Ａ）に示した変形例２に係る動画撮影モードでは、システム制御部１６
は、各連結画素３０が、撮像部１１内の一の方向（ここではＨ方向）に沿って２以上（こ
こでは２つ）の画素２０が連結する画素パターンになるように設定している。また、それ
と共に、システム制御部１６は、他の方向（ここではＶ方向）に沿って隣接する連結画素
３０同士が、上記一の方向（ここではＨ方向）に関して互いに同じ位置となるように設定
している。そして、システム制御部１６は、少なくとも一部の撮像フレーム間（ここでは
連続する前後の撮像フレーム間）において、各連結画素３０が、一の方向（ここではＨ方
向）に沿って同じ向き（ここでは図中の右向き）で変位する画素パターンとなるように設
定している。すなわち、この変形例２では、上記実施の形態と比べてＨ方向とＶ方向とが
逆の関係となっており、連結画素３０についての他の画素パターンは同様となっている。
したがって、本変形例では、Ｈ方向に２つの画素２０を連結した読み出し単位領域を設定
したことに起因したＨ方向での解像度低下（解像度が１／２に低下）を、擬似的に解消す
ることができる（見かけ上、Ｈ方向については元の画素２０単位の解像度が得られる）。
【００５４】
　図１１（Ｂ）に示した変形例３に係る動画撮影モードでは、上記実施の形態とは異なり
、システム制御部１６は以下のようにして連結画素３０の画素パターンを設定している。
すなわち、各連結画素３０について、撮像部１１内の一の方向（例えばＶ方向）に沿って
２以上の画素２０が連結する画素パターンと、他の方向（例えばＨ方向）に沿って２以上
の画素２０が連結する画素パターンとを、少なくとも一部の撮像フレーム間で周期的に設
定している。具体的には、ここでは、Ｖ方向に沿って２つの画素２０が連結する画素パタ
ーンと、Ｈ方向に沿って２つの画素２０が連結する画素パターンとが、奇数フレームと偶
数フレームとの間で交互に存在することとなるように設定している。これにより本変形例
では、上記実施の形態と比べ、Ｈ方向およびＶ方向について、より均等に解像度を向上さ
せることが可能となる。
【００５５】
　図１１（Ｃ）に示した変形例４に係る動画撮影モードでは、システム制御部１６は、各
連結画素３０が、撮像部１１内の一の方向（ここではＶ方向）に沿って２以上（ここでは
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３つ）の画素２０が連結する画素パターンになるように設定している。また、それと共に
、システム制御部１６は、他の方向（ここではＨ方向）に沿って隣接する連結画素３０同
士が、上記一の方向（ここではＶ方向）に関して互いに同じ位置となるように設定してい
る。そして、システム制御部１６は、少なくとも一部の撮像フレーム間（ここでは連続す
る前後の撮像フレーム間）において、各連結画素３０が、一の方向（ここではＶ方向）に
沿って同じ向き（ここでは図中の下向き）で変位する画素パターンとなるように設定して
いる。すなわち、この変形例４では、上記実施の形態と比べ、連結画素３０内に含まれる
画素の数が２つから３つに変更しており、連結画素３０についての他の画素パターンは同
様となっている。したがって、本変形例では、Ｖ方向に３つの画素２０を連結した読み出
し単位領域を設定したことに起因したＶ方向での解像度低下（解像度が１／３に低下）を
、擬似的に解消することができる（見かけ上、Ｖ方向については元の画素２０単位の解像
度が得られる）。
【００５６】
　図１１（Ｄ）に示した変形例５に係る動画撮影モードでは、上記実施の形態とは異なり
、システム制御部１６は以下のようにして連結画素３０の画素パターンを設定している。
まず、システム制御部１６は、各撮像フレームにおいて、撮像部１１内の一の方向および
他の方向の双方（ここではＨ方向，Ｖ方向の双方）に沿ってそれぞれ２つ以上（ここでは
それぞれ２つ）の画素２０が連結する画素パターン（ここではＬ字状の画素パターン）と
なるように設定している。そして、システム制御部１６は、少なくとも一部の撮像フレー
ム間（ここでは連続する前後の撮像フレーム間）において、各連結画素３０が、撮像部１
１内で回転移動（ここでは図中の右回りの回転移動）する画素パターンとなるように設定
している。これにより本変形例では、上記実施の形態と比べ、Ｈ方向およびＶ方向につい
て、より均等に解像度を向上させることが可能となる。
【００５７】
　図１１（Ｅ）に示した変形例６に係る動画撮影モードでは、システム制御部１６は、各
連結画素３０が、撮像部１１内の一の方向（ここではＶ方向）に沿って２以上（ここでは
４つ）の画素２０が連結する画素パターンになるように設定している。また、それと共に
、システム制御部１６は、他の方向（ここではＨ方向）に沿って隣接する連結画素３０同
士が、上記一の方向（ここではＶ方向）に関して互いに同じ位置となるように設定してい
る。ただし、上記実施の形態とは異なり、システム制御部１６は、少なくとも一部の撮像
フレーム間（ここでは連続する前後の撮像フレーム間）において、各連結画素３０が、一
の方向（ここではＶ方向）に沿って双方向（ここでは、図中の下向きおよび上向き）で変
位する画素パターンとなるように設定している。すなわち、この変形例６では、上記実施
の形態と比べ、連結画素３０内に含まれる画素の数が２つから４つに変更していると共に
、各連結画素３０が方向項に変位する画素パターンとなっており、連結画素３０について
の他の画素パターンは同様となっている。
【００５８】
　図１１（Ｆ）に示した変形例７に係る動画撮影モードでは、システム制御部１６は、各
連結画素３０が、撮像部１１内の一の方向（ここではＶ方向）に沿って２以上（ここでは
３つ）の画素２０が連結する画素パターンになるように設定している。また、それと共に
、システム制御部１６は、他の方向（ここではＨ方向）に沿って隣接する連結画素３０同
士が、上記一の方向（ここではＶ方向）に関して互いに同じ位置となるように設定してい
る。ただし、本変形例では上記変形例６と同様に、システム制御部１６は、少なくとも一
部の撮像フレーム間（ここでは連続する前後の撮像フレーム間）において、各連結画素３
０が、一の方向（ここではＶ方向）に沿って双方向（ここでは、図中の下向きおよび上向
き）で変位する画素パターンとなるように設定している。また、本変形例では、上記実施
の形態および変形例１～６とは異なり、単位周期のうちの連続する一部の撮像フレーム同
士において、連結画素３０の画素パターンが共通画素を含まないように設定されている。
具体的には、第１フレームと第２フレームとの間で、各連結画素３０の画素パターン同士
が共通画素を含まないように設定されている。このように、場合によっては、連続する一
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部の撮像フレーム同士において各連結画素３０同士が共通画素を含まないようにしてもよ
いが、共通画素を含むようにしたほうが、解像度低下を擬似的に抑える効果が高くなると
言える。
【００５９】
　これらの変形例２～７で示したように、単位周期のうちの少なくとも一部の撮像フレー
ム同士において、連結画素３０の画素パターンが一部の共通画素を含みつつ互いに異なる
こととなるように設定しさえすれば、連活画素３０の画素パターンは任意に設定すること
が可能である。
【００６０】
［変形例８］
　図１２～図１５はそれぞれ、変形例８に係る動画撮影モードの際の読み出し単位領域（
連結画素３０）の一例を模式的に表したものである。これらの図１２～図１５では、行走
査部１３によって、隣接する２つの読み出し制御線Ｌreadを同時選択すると共に、列選択
部１７によって、隣接する２つの信号線Ｌsigから信号を一括読み出し（まとめて読み出
し）するようにしている。これにより、ここでは２×２＝４つの画素２０によって各連結
画素３０が形成されている。また、図１２～図１４は、第１フレームにおける信号読み出
しの一例を時系列に沿って示しており、図１５は、その後の第２フレームにおける信号読
み出しの一例を示している。なお、図１２～図１５では、説明の簡略化のため、一部の図
示を省略している。
【００６１】
　また、図１６および図１７はそれぞれ、変形例８に係る動画撮影モードの際の読み出し
単位領域（連結画素３０）の他の例を模式的に表したものである。これらの図１６，図１
７では、行走査部１３によって、隣接する３つの読み出し制御線Ｌreadを同時選択すると
共に、列選択部１７によって、隣接する３つの信号線Ｌsigから信号を一括読み出し（ま
とめて読み出し）するようにしている。これにより、ここでは３×３＝９つの画素２０に
よって各連結画素３０が形成されている。また、図１６（Ａ），（Ｂ）および図１７（Ａ
），（Ｂ）はそれぞれ、第１～第４フレームにおける信号読み出しの一例を時系列に沿っ
て示しており、ここでは第４フレームにおいて、第１フレームと同じ連結画素３０の配置
となっている。なお、図１６，図１７においても、説明の簡略化のため、一部の図示を省
略している。
【００６２】
　図１２～図１７に示した本変形例では、読み出し制御線Ｌreadの選択タイミングごとに
、異なる信号線Ｌsigの組同士をまとめて信号の読み出しを行っている。これにより、こ
こではＨ方向における連結画素３０同士の重心座標が変化することになり、複数フレーム
における時間積分によって擬似的に画素解像度を向上させることが可能となる。
【００６３】
［変形例９～１１］
　図１８（Ａ）～（Ｃ）はそれぞれ、変形例９～１１に係る撮像部（撮像部１１Ａ～１１
Ｃ）の概略構成例を模式的に表したものである。
【００６４】
　まず、図１８（Ａ）に示した変形例９に係る撮像部１１Ａは、上記実施の形態の撮像部
１１における光電変換層１１１の代わりに、撮像素子１１２および縮小光学系１１３を有
している。撮像素子１１２は、撮像光Ｌinを検出して出力データＤout（撮像信号）を取
得する素子である。このような撮像素子１１２は、例えば、ＣＣＤ（Charge-Coupled Dev
ices）やＣＭＯＳ（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）等のイメージングセン
サーを用いて構成することが可能である。縮小光学系１１３は、撮像素子１１２の受光面
側に配設されており、例えばマイクロレンズアレイなどからなる。このような構成により
、本変形例の撮像部１１Ａにおいても上記実施の形態の撮像部１１と同様に、入射した撮
像光Ｌinに基づく情報の読み取りを行うことが可能となっている。
【００６５】
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　一方、図１８（Ｂ）に示した変形例１０に係る撮像部１１Ｂは、上記実施の形態で説明
した光電変換層１１１に加え、波長変換層１１４を更に有している。具体的には、光電変
換層１１１上（撮像部１１Ｂの受光側）に、波長変換層１１４が設けられている。また、
図１８（Ｃ）に示した変形例１１に係る撮像部１１Ｃは、上記変形例８で説明した撮像素
子１１２および縮小光学系１１３に加え、波長変換層１１４を更に有している。具体的に
は、縮小光学系１１３上（撮像部１１Ｃの受光側）に、波長変換層１１４が設けられてい
る。
【００６６】
　波長変換層１１４は、放射線Ｒrad（α線，β線，γ線，Ｘ線等）を、光電変換層１１
１または撮像素子１１２の感度域に波長変換するものであり、これにより光電変換層１１
１および撮像素子１１２では、この放射線Ｒradに基づく情報を読み取ることが可能とな
っている。この波長変換層１１４は、例えばＸ線などの放射線を可視光に変換する蛍光体
（例えば、シンチレータ）からなる。このような波長変換層１１４は、例えば光電変換層
１１１または縮小光学系１１３の上部に、有機平坦化膜、スピンオングラス材料等からな
る平坦化膜を形成し、その上部に蛍光体膜をＣｓＩ、ＮａＩ、ＣａＦ2等によって形成す
ることにより得られる。
【００６７】
　このような構成の撮像部１１Ｂ，１１Ｃを備えた変形例１０，１１に係る撮像装置では
、撮像部１１Ｂ，１１Ｃが、入射した放射線Ｒradに応じて電気信号を発生するものとな
っており、放射線撮像装置として構成されている。このような放射線撮像装置は、例えば
医療機器（Digital Radiography等のＸ線撮像装置）や、空港等で用いられる携帯物検査
用Ｘ線撮影装置、工業用Ｘ線撮像装置（例えば、コンテナ内の危険物等の検査や、鞄等の
中身の検査を行う装置）などに適用することが可能である。
【００６８】
＜適用例＞
　続いて、上記実施の形態および各変形例（変形例１～１１）に係る撮像装置の撮像表示
システムへの適用例について説明する。
【００６９】
　図１９は、適用例に係る撮像表示システム（撮像表示システム５）の概略構成例を模式
的に表したものである。この撮像表示システム５は、上記実施の形態等に係る撮像部１１
（１１Ａ～１１Ｃ）等を有する撮像装置１と、画像処理部５２と、表示装置４とを備えて
おり、この例では放射線を用いた撮像表示システムとして構成されている。
【００７０】
　画像処理部５２は、撮像装置１から出力される出力データＤout（撮像信号）に対して
所定の画像処理を施すことにより、画像データＤ１を生成するものである。表示装置４は
、画像処理部５２において生成された画像データＤ１に基づく画像表示を、所定のモニタ
画面４０上で行うものである。
【００７１】
　このような構成からなる撮像表示システム５では、撮像装置１（ここでは放射線撮像装
置）が、放射線源（例えばＸ線源）５１から被写体５０に向けて照射された放射線に基づ
き、被写体５０の画像データＤoutを取得し、画像処理部５２へ出力する。画像処理部５
２は、入力された画像データＤoutに対して上記した所定の画像処理を施し、その画像処
理後の画像データ（表示データ）Ｄ１を表示装置４へ出力する。表示装置４は、入力され
た画像データＤ１に基づいて、モニタ画面４０上に画像情報（撮像画像）を表示する。
【００７２】
　このように、本適用例の撮像表示システム５では、撮像装置１において被写体５０の画
像を電気信号として取得可能であるため、取得した電気信号を表示装置４へ伝送すること
で、画像表示を行うことができる。すなわち、従来のような放射線写真フィルムを用いる
ことなく、被写体５０の画像を観察することが可能となり、また、動画撮影および動画表
示にも対応することが可能となる。
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　なお、本適用例では、撮像装置１が放射線撮像装置として構成されており、放射線を用
いた撮像表示システムとなっている場合を例に挙げて説明したが、本発明の撮像表示シス
テムは、他の方式の撮像装置を用いたものにも適用することが可能である。
【００７４】
＜その他の変形例＞
　以上、実施の形態、変形例および適用例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれら
の実施の形態等に限定されず、種々の変形が可能である。
【００７５】
　例えば、撮像部における画素の回路構成は、上記実施の形態等で説明したもの（画素２
０の回路構成）には限られず、他の回路構成であってもよい。すなわち、例えば、光電変
換素子２１のアノードが蓄積ノードＮに接続されていると共に、カソードが電源ＶＤＤに
接続されているようにしてもよい。また、例えば画素内に、所定のソースフォロワ回路が
設けられているようにしてもよい。更に、列選択部の回路構成は、図３および図５に示し
たもの（列選択部１７）には限られず、例えば図２０および図２１に示した列選択部１７
Ａのように、アンプ１７２および定電流源１７１を含む回路構成であってもよい。
【００７６】
　また、上記実施の形態等では、主に連結画素３０（読み出し単位領域）内に２～４つの
画素２０が含まれている場合について説明したが、連結画素３０（読み出し単位領域）内
に５つ以上の画素２０が含まれているようにしてもよい。
【００７７】
　更に、上記実施の形態等では、主に動画撮影のときに連結画素３０を用いた順次駆動を
行う場合について説明したが、場合によっては、動画撮影以外のときに連結画素３０を用
いた順次駆動を行うようにしてもよい。
【００７８】
　加えて、上記実施の形態等で説明した撮像部１７、行走査部１３、Ａ／Ｄ変換部１４（
列選択部１７）および列走査部１５はそれぞれ、同一基板上に形成されているようにして
もよい。具体的には、例えば低温多結晶シリコン（Ｓｉ）などの多結晶半導体を用いるこ
とにより、これらの回路部分におけるスイッチ等も同一基板上に形成することができるた
め、例えば外部のシステム制御部１６からの制御信号に基づいて同一基板上における駆動
動作が可能となる。
【符号の説明】
【００７９】
　１…撮像装置、１１，１１Ａ～１１Ｄ…撮像部、１１１…光電変換層、１１２…撮像素
子、１１３…縮小光学系、１１４…波長変換層、１３…行走査部、１４…Ａ／Ｄ変換部、
１５…列選択部、１６…システム制御部、１７，１７Ａ…列選択部、１７１…定電流源、
１７２…アンプ、１７３…Ｓ／Ｈ回路、１７４…水平選択スイッチ、１７５…Ａ／Ｄコン
バータ、２０，２０Ａ～２０Ｄ，２０Ａ１～２０Ｄ１，２０Ａ２～２０Ｄ２…画素（撮像
画素）、２１…光電変換素子、２２，２３…トランジスタ、３０…連結画素（読み出し単
位領域）、４…表示装置、４０…モニタ画面、５…撮像表示システム、５０…被写体、５
１…放射線源、５２…画像処理部、ＶＳＳ…負電源、Ｖrst…リセット電圧、Ｖin…入力
電圧、Ｖsig…信号電圧、Ｌrst…リセット制御線、Ｌread，ＬreadＡ～ＬreadＤ，Ｌread
Ａ１～ＬreadＤ１，ＬreadＡ２～ＬreadＤ２…読み出し制御線、Ｌsig，Ｌsig１，Ｌsig
２…信号線、Ｄout…出力データ（撮像信号）、Ｄ１…撮像信号、Ｎ…蓄積ノード、Ｃ１
…容量素子、ＳＷ…スイッチ、Ｌin…撮像光、Ｒrad…放射線、Ｔｈ…１水平期間。
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